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Mechanizm domieszkowania tlenem cienkich warstw GaN za pomocg rozpylania magnetronowego
i analiza formowania kontaktu omowego z wysokodomieszkowana warstwa podkontaktowa n-GaN:O
do n-GaN i tranzystorow AlGaN/GaN HEMT

Azotek galu (GaN) jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej obiecujacych materiatow
potprzewodnikowych dla przyrzadow wysokiej mocy, czgstotliwosci i temperatury przewyzszajac W tych
zastosowaniach konwencjonalne polprzewodniki, a przede wszystkim krzem (Si). Heterostruktura
AlGaN/GaN stanowi podstawe dziatania tranzystoréw z kanatem o wysokiej ruchliwosci nosnikow (HEMT),
uznawanych obecnie za najlepsze przyrzady dla elektroniki wysokiej mocy i czgstotliwosci.

Bariery w pelnym wykorzystaniu unikalnych wtasciwosci zaré6wno azotku galu jak i tranzystora
HEMT oraz w rozwoju technologii azotkowej stymulujg intensywne prace badawcze w tej dziedzinie na
calym $wiecie. W tym kontekscie, jednym z glownych wyzwan jest technologia niskorezystywnych
kontaktow omowych do GaN typu n dla tranzystoréw typu HEMT. Aktualnie stosowane metody
wytwarzania tego typu kontaktéw nastr¢czaja wiele trudnosci w postaci niedostatecznego przewodnictwa
i jako$ci strukturalnej warstw GaN domieszkowanych Si oraz skomplikowanej technologii wymagajace;j
uzycia wysokich temperatur.

Celem projektu jest zbadanie mechanizmu domieszkowania cienkich warstw GaN na typ n przy
uzyciu tlenu jako domieszki donorowej oraz analiza mechanizmu formowania kontaktu omowego do n-GaN
z wysokodomieszkowang warstwg podkontaktowa n**-GaN:O. Koncepcja badan bazuje na fakcie, ze tlen to
zanieczyszczenie donorowe w GaN charakteryzujace si¢ Wysoka rozpuszczalno$cia i niska energia
aktywacji, co moze pozwoli¢ na osiggnig¢cie wysokiego przewodnictwa elektronowego. Tlen nie byt dotad
badany jako intencjonalna domieszka donorowa w GaN. Przestanki teoretyczne nie wskazuja na pogorszenie
struktury krystalicznej warstw GaN dla wysokich koncentracji tlenu, jak to ma miejsce w przypadku warstw
domieszkowanych krzemem. Wysokoprzewodzaca warstwa podkontaktowa moze pozwoli¢ na osiggnigcie
niskiej rezystancji kontaktu bez dodatkowej obrobki termicznej. Koncepcja projektu obejmuje rowniez
zastosowanie rozpylania magnetronowego jako prosta i skalowalng metode do wytwarzania materiatow
i struktur elektronicznych umozliwiajacg zastosowanie niskich temperatur osadzania.

Wiasciwosci strukturalne, elektryczne, transportowe, optyczne i sktad chemiczny warstw GaN
i GaN:O oraz parametry elektryczne kontaktow omowych zostang wszechstronnie scharakteryzowane.
Finalnie analizie zostanie poddany wplyw kontaktow omowych jako kontaktéw omowych zrédta i drenu
tranzystora HEMT na charakterystyki elektryczne przyrzadu. Wymiernym efektem projektu bedzie
opracowanie konkurencyjnej technologii kontaktow omowych do n-GaN z wysokodomieszkowang warstwa
podkontaktowa n**-GaN:O jako kontakty omowe zrodta i drenu do tranzystorow AlGaN/GaN HEMT za
pomocg rozpylania magnetronowego. Uzyskane rezultaty poszerza istniejacy stan wiedzy w dziedzinie
poOtprzewodnikow azotkowych oraz beda mogty stac si¢ podstawa dalszych badan dotyczacych materiatow
i przyrzadow potprzewodnikowych.



